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１．はじめに 

Cu2O は p型酸化物半導体で約 2.0 eV のバンドギャップ及び高い吸収係数を持つことから、n型

酸化物半導体との pn接合デバイス用材料として期待されている。我々は Cu2O 単結晶薄膜の作製

を目的に、サファイア基板上への MOCVD成長を行ってきた[1]。基板材料と異なるヘテロエピタ

キシャル薄膜の品質向上には、Si基板上 GaAsやサファイア基板上 GaN 層の結晶成長で実績のあ

る二段階成長法が有効である。本研究では、MOCVD 法による c面サファイア基板上 Cu2O 薄膜の

二段階成長を目的に、初期層のアニール効果を検討し、さらに二段階成長を行った。 

２．実験方法 

有機金属加熱炉および反応炉として横型管状炉 2台を用いた MOCVD 装置を使用した。原料と

してビス(2,4-ペンタンジオナト)銅(II)と O2ガス、基板として石英及び、c面サファイアを用いた。

初期層の熱的変化を調べるため、石英基板上に堆積温度 300℃として、膜厚が約 100 nmの試料を

作製した。この試料を N2雰囲気で 500-800℃でアニールした。薄膜の物性評価として、AFMによ

る表面評価、分光光度計による光学特性評価及び、XRD 2θ-ωスキャンによる結晶性評価を行った。 

３．結果および考察 

石英基板に堆積させた Cu2O 薄膜のアニール温度依存性

について述べる。図 1 に Tauc プロットを示す。アニール

温度上昇に伴い、光学バンドギャップが 1.60 eVから 2.52 

eVと変化することがわかった。図 2に XRD 2θ-ωスキャン

の結果を示す。アニール温度 600℃以上で、2θ = 36°付近

に Cu2O (111)、2θ = 61°付近に Cu2O (220)ピークが観測さ

れ、温度上昇に伴いピーク強度が上昇した。さらに、c 面

サファイア基板上へ二段階成長を行い、直接成長試料と比

較したところ 2θ-ω スキャンでの Cu2O (111)のピーク強度

が強く、半値幅が狭くなった。本研究発表は、SIT グリー

ンイノベーション研究センターの支援を受けて行った。 

[1]寺村他, 第 75回秋季応用物理学会, 19p-A12-2. 

図 1 Tauc プロット 

図 2 XRD 2θ-ωスキャン 
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